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(57) Abstract: The invention relates to an illumination system for a microlithography projection exposure installation for illumi- 
nating an illumination field (7) with the light from an associated light source (10). Said system comprises at least one polarisation 
compensator ( 1 1) which is arranged in a pupil plane (23) of the illumination system and can be used to at least partially compen- 
sate a polarisation modificalion introduced by elements (5) which modify the polarisation according to the angle. Said polarisation 
compensator (U) comprises polarisation modification means for modifying the polarisation according to the location, said means 
being embodied as double-refractive elements or elements comprising a double-refractive structure. Such a polarisation compensa- 
tion can improve the transmission characteristics of the microlithography projection exposure installation, especially when using a 
downstream projection objective with a physical beam splitter 

(57) Zusaimnenfassung: Ein Beleuchtungssystem fureine Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage zur Beleuchtung eines 
Beleuchtungsfeldes (7) mit dem Licht einer zugeordneten Lichtquelle (10) hat mindestens einen Polarisationskompensator (1 1) in 
einer Pupillenebene (23) des Beleuchtungssystems. Mit diesem kann eine von winkelabhangig polarisationsverandernden Elemen- 
ten (5) eingefiihrte Polarisationsveranderung mindestens leilweise kompensiert werden. Der Polarisationskompensator (11) weist 
zurortsabhangigen Polarisationsveranderung Polarisationsveranderungsmittel auf, die als doppelbrechende Elemente oder Elemente 
mit einer doppelbrechenden Slruktur ausgebildet sein konnen. Durch eine solche Polarisationskompensation konnen insbesondere 
bei Verwendung eines nachfolgenden Projektionsobjektivs mit physikalischem Slrahlteiler die Transmissionseigenschaften der Mi- 
kroIithographie-Projektionsbelichtungsanlage gesteigert werden. 
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